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sobre:
" PERFECCIOLAMIENTOS EN AISLADORES ELECTHICOS DE VOLTAJE ELEVADO "
E&&E&&&ESE&EEES

Este invento se refiere a perfeccionamientos en aisladores eléctricos de
voltaje elevado y més particularmente, a aigladores para uso con lineas de
transmigidn de voltaje elevado y otros sistemas dl aire libre,

El pryyecto de un aislador eléetrico de voltaje elevado pere un sistema
al aire libre estd regulado, no solamente por los requerimientos del funcio-
naniento normal del sistema, sino también por los requerimientos del aisla-
miento bajo condiciones de exceso de voltaje transitorio y bajo condiciones

climdticas desfavorables, Fuesto que los requerimientos del gislamiento y las
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condiciones climdticas resultan ambag, altamente variahles, el préyscto del ais-
lador de voliaje elevado se fundamenta usualmente en la experioencis en lugar

de sobre los datos exaclos y los andlisis de loz criterios que han de quedar
satisfechos. Esta préctica para realizar el proyecto, en la nayorfa de los ca=-
508, he proporcionado niveles de aislamiento conse?vadores. Sin embargo, en loa
agpectos en los que la contaminacién de la superficie del aislador procedente
de la atmosféra presenta un problema, es extremadamente dificil proporcionar
un aisledor que pueda funcionar de manera satisfactoria incluso bajo condiciow
nes de funcionamiento normal del sistema. Por estas razones, hasta ahora no ha
sido posible proyectar aisladores de manera tal que pudiesen funcionar de un
modo ragonablemente satisfactorio bajo la mayor parte de las condiciones a las
cuales deben quedar sometides.

Unz de las finalidades del presente invento consiste en proporcion2r un ais-
lador de voltaje elevado que se2 copaz de funcionar d¢ una menera satisfactoria
bajo unas condiciones climéticas g de funcionsmiento gite posedn un alcance més
amplio del que hasta ahora ha sido posible obtener con aisladores de una lon-
gitud conjunta haste dos veces superior,

Un aiglador elfctrico de woltaje elevado de acuerdo con el invento comaren-
de un cuerpo aislanie que posee un par de terminales espaciadas en forma de eje
superior e inferior, estando dubierta ia totalidad de laz superficie del cuerpo
por una capa semigonductora gue proporciona una via semiconductora entre las
terminales, el cuerpo del aislador broporciona, por lo menos, una parte inte-
grante en forma de campana que cuelga hacia abajo y que tiene un borde anular
denominado la parte en forma de campana que cubre una zona predeterminada de la
citada superficie.

La capa semiconductora, se aplica, de modo prefeorible, & la superficie del
cuerpo aislante como un vidrio, utilizando un compuesto de vidrio de los des~
critos en mi solicitud de patente espatola 419.958 presentada el 25 de Cetubre
de 1.973.

Se ha descubierto que el efecto de calentamiento de la corriente que pasa

2 través de una capa semiconductora, aumentendo la temperatura de la superficie
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en unos pocos grados ( 59C - 209C. ) por encima del medio ambiente e impidien-
do, de este modo, la acumilacién de humedad sobre la superficie, sumenta la
intensidad de la descarge de una superficie de un aislador conteminado que
queda exsuesto a la niebla y al rocfo por lo menos cinco veces. Esta ventaja
del funcionamiento se mantiene también bajo las condiciones de la lluvia, puesge
t0 que una zona determinada previamente de la superficie del aislador estd
protggida o cubierta por la parte del cuerpo del aislador de forma de campana
¥ 8e vroporciona el intersticio minimo de aire entre el borde de cada cuerpo
del aislador y la préxima superficie que queda descubierta.

La parte de forma de campana del cuerpo del aislador se estima que cubre una
zona de la estructura del aislador que estd situada dentro de un cono inverti-
do de dngulo recto que se interfiere con el borde de la parte citada y resulta
coaxial con la misma, siendo 8sta la zona que permanece exenta de hwjedad de la
lluvia que cae en cualquier direccién con un dngulo de 45¢ en relacién con el
eje del aislador, La distancia minima lineal desde el borde hasta el lado infe-
rior de la citada zona cubierta serd denominzda en adelante como " el intersti-
cio minimo de 2ire", La dimensién minima lineal de la superficie de la capa se-
miconductora que estd situada dentro de la citada gona cubierta, serd denomi-
nada de ahora en adelante como " la distancia protegida de deslizamiento%. Ast
pubs, " la distancia protegida de deslizamiento" es la distancia comprendida a
lo largo de la superficie semiconductora desde el %orde hesta el lado de la suw-
perficie conductora mds préxima o superficie descubierts, segfn sea el casgo, ¥y
" la distancia total de deslizamiento protegido" es la suma de las citadas dis-
tancias de desligamiento,

Con el fin de que el invento se pueda enté¢nder répidamente, a continuacidn
se describirdn varias incorporaciones del mismo por via de ejemplo con referen-~
oia a los dibujos que se acompaiian, en los cuales :

La ¥igura lhes una viste mostrando una elevaocién en corte transversal de
dos unidades de un montaje del hilo en el aislador de acuerdo con el inventos

La Figura 2 es un diagrama del circuito equivalente de una de lag unidades

reprosentadas en la Pigura 13
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La Figura 3 es un plano emcorte transversal, sesaradc parcialmente, de un
segundo aislador de acuerdo con el invento;

La ¥igura 4 es un plano en corte trensversal de un tercer aislador ée acuer-
do con el inventos

La Figura 5 es un plano en corte transversal de un cugrto aislador de acusr—
do con el invento;

La Figura 6 es un plano en corte fransversal, separado parcialmente, de un
quinto aislador de acuerdo con el invento;

La figura 7 es un plano en corte transversal, separado parcialmente, de un
sexto aislador de acuerdo con el inventos

La Figura 8 es un plano en corte transversal de un séotimo aislador de acuer—
do con el inventos

La Figura 9 es un plano en corte transversal de un octavo aiglador de acuerdo
con el inventos

La Figura 1, representa dos elementos del aislador de un montaje de hilo del
aiglador que tiene una terminal superior y una terminal inferior ( ho represen-
tadas). Cade uno de los elementos del aislador comprende un cuerpo de porcela~
na 1C, de forma de campana que cuelze hacia abajo, el cuerpo acampanado extefiore
mente, y estando provisto de un borde anular 10a y de un casquete de metal 11
que estd ligado al cuerpo dei aislador por wn cemento conductor 12, Los elemen-
tos estén conectados entre sf por clavijus de metal 13 que se extienden exialmen—
te, estando situado el extremo superior de cade clavije en una cavidad existen-
te en la extremidad supeyior del cuerpo del aislador yendo ligado &l mismg por
medio de cemento conductor, material de relleno y amortiguador eldstico 14. E1
extremo inferior de cada clavija estd dotado de una parte ensanchada 15 que se
ajusta en un encaje 16 que va dispuesto en el casquete de metal del elemento ad-
yacente inferior para quedar retenido de este modo. La superficie completa de
cada cuerpo del aislador de forma de campana que se compone, de una gupsrficie
interior 17a que se extiende desde el borde 10a hasta el cemento conductor 14
¥ de la superficie exterior 17b que se extiende desde el borde 10a hasta el ce-

mento oonductor 12, estd cubierta de una capa semiconductora que proporciona una
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via semiconductora sin interrupcién entre el zagqueteé de metal 11 y la

clavija 13, Igta capa semiconductora estd formada por una extensibén de vi-
drio sobre el cuerpo del aislador usando un compuesto de vidrio semiconduc-
tor como queda descrito en mi solicitud de patente espafivla Ne 419,958,

Cada uno de los cuerpos 10 del aiglador en forma de campana cubre una
zona determinade previamente de la superficie de la extructura del aigla-
dor de tal manera que sirve para proteger aquella zona de la superficie de
la aceidn viclenta del agua, Para fines précticos, cada una de las gonas cu~
biertas se pueds considerar gue comprende la superficie total que estd gi-
tuada dentro de un cono invertido de 4ngulo recto que interfiere con el bor-
de anular 10a del cuerpo del aislador respectivo 10 y que resulta ser coa~
xial con aquel. dsf pues, en la incorporacién de la Figura 1, el cuerpo del
aislador superior se considera que cubre todas lag suferficies que estén si-
tuadas dentro del cono invertido aefialado por las 1fnezs punteadas 4,8,C,D,
B, que incluyen la totalidad de la superficie interior del cuerpo superior
¥ la perte de la superficie exterior del cuerpo inferior que estésituado por
encima de la ifnea DB. El intersticio minimo de aire existente, entre el bore
de de cada cuerpo del aislador y la uyréxima superficie sin cubrir, sefialado
por la distancia AB, debe ser, por lo menos de 3.5 pulgadas, siendo preferi-
ble que sea de 4.5 6 5 pulgadas, Bste espacio se mantiene con el fin de el
porcionar una intensidad eitetrifia adecuada bajo condiciones perjudiciales
de 2ielo o de lluvia. La distancia total protegida de deslizamiento que es la
suna de la distancia AF y de la BG que estd situada dentro del cono, debe ser,
por lo menos, tan grande como el deslizamiento efectivo de aire que se pro-
duce entre las ferminales del aislador con el fin de proporcionar una intene
sidad eléctrica mAxim2 para una longitud total dada del aislador. Con un mon-
taje del aislador que sige las indicaciones de esta construccién, en la cual
la intensidad eléctrica de l2 capa semiconductors en las zonag protegidas es
de 10 KV por pulgada, como un aislador ha sido proyectado para una 1lfnea de
23C KV pon un voltaje mdximo de 200 KV ( en el punto ge inflexibn) a tierra

y un voltaje de conmutacibn méximo que es dos veces mayor gque el voltaje .
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normdl, la distancia de deslizamiento wrotegido debe ser de alrededor de 40

pulgadas. Para obtener una intensided de imgulso adecuada que devende del des-
lizamiento de aire efcotivo existente entre las terminales del aislador, se
deben utilizar seis elementos del aislador, puesto que la longitud total de un
hilo de seis unidedes es alrededor de la mitad de 1a longitud del hilo de un
aislador convencional, que cumpla los mismos requerimientos del aislamiento.

El calor producido por la corriente eléctrica en las gonas de deslizamien-
to protegido debe ser el suficiente parz elevar la temperatura de la superfie
cie 4¢ a 5°C por encime del medio ambiente. Pare 12 mayor parte de los proyec-
tos de aislador ésto debe requerir unu generacién de calor de 0.(1 hasta 0.1
vatios por pulgade cuadrada. La resistividad de la superficie necesaria para
generar aguella cantidad de calor para los diferentes limites del sistema de
voltaje fluctle desde alrededor de los cinco megaohmios por cuadrado hasta al-
rededor de los 200 megachmios por cuadrado.

Un efecto adicional de las capas semiconductoras en la incorporacién re-
presentada en la Figura 1 es el de aumentar la auto-capacitancia de cada cuer-
po del aislador por dos o tres veces el valor que se hubiera obtenido sin la
capa semiconductora. Este aumento en la capscitancia se puede hacer visibls
come resultado de la ampliaciln de lag dimensionez fisicas del casquete de me~
tal 1l y de la clavija de metal 13, por medio de wt vidrio semiconductor y al
hacerlo asf, se forma un capacitador de mcyor alcance. La Iigura 2 representa
el circuito equivalente del citado capacitador. Del diagréma de este clrcuito,
resulta aparente gue una auto-capacitancia mids elevada producird como resul-
tado una reactancia de capacidad inferior y una corriente capacitativa propor-
cionalmente mds elevada. Los componentes de esta corrieante capacitative que-

dan representados en la Figura 2 por las flechas pequefias, Asf puls :

Xc = 1
27 f6
I, = v =V 2)X £,
X
c
I = corriente caracitative total, en amperios en la que

X - reactancia capacitativa, en ohmios
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C = Auto-capacitancia total, en faradios

F = frecuencia de la wpotencia, en herzios

V = voltaje aplicado a través del aislador, en voltios

cuando la aute-capacitancia del aislador se aumenta, pongamos por caso,
tres veces, alrededor de los dos tercios de la corriente capacitativa fluye

a través de la posicién del centro de la capa semiconductora y, por consecuen—

cia, ocasiona algln calentamiento de la Borriente capacitativa ademds del
calentamiento de la conducci6én normel, La importancia relativa del calenta-
miento de la corriente capacitativa y del oalentamiento de la conduccién nor—
mel depende de los valores relativos de la resistencia total y de ia reactan~
cla capacitativa del cuerpo del aislador. 8i, por ejemplo, la resistencia to=-
tal de lz capa semiconductore es mucho menor que la reactancia capacitativa
para una frecuencia de la potencia, la pérdida de potencia y el efecto del
calentamiento quedan determinados en gran manera por la resistencia. Ho obg-
tante, si la resistencia es mucho mds elevada que la reactancia capacitativa
para una frecuencia de la potencia, la pérdida de potencia y el efecto del ca-
lentaniento estardn determinados en gran manera por la resisiencia. Ho obstante,
sl la resistencia es mucho mds elevada que la reactancle capacitativa, la pér—
dida de potencia y ol efecto del calentamiento en la capa semiconductora se-
rén dependientes de ambas variables. For otra parte, si los dos tercios de la
corriente capacitativa total fluyen a través de la parte del centro de la ca-

pe gemiconductora, la pérdida de potencia serd

2
pf 2 v AR

3 X

c

en la qus AR = reuistencia en la parte del centro, en ohmios.

En este caso, la pérdide de potencia y el aumento de temperatura en el
aislador dependen mucho menos de la resistividad del vidrio. 5i la resistivi-
dad del widrio es o bien baja, o bien alte, la parte de la resistencia total
del AR que aparece en la anterior expresifn se ajustard ella misma en conse-
cuencia, de tal maners que se mantengs un valor mds constante. El efecto neto

de esta estabilizacién es el de amplier la tolerancia sobre la resistividad
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del vidrio semiconductor. For ejemplo, los aisladores en suspensién de la for—
me descrita con referencia 2 la Pigura 1 gue tienen valores de le resistencia
compreondidos entre 30 y 10C megeohmios ( medidos a 20 KV DC) proporcionan un
funcionomiento enteramente satisfactoric cuando se utilizan en hilos de seis
elementos cada uno :gobre lineas AC de 230 KV.

El aislador representado en 1o Figura 3 se compone de un cuerpo de porcelans
que tiene un2a terminal superior constitulda por una superficie de vidrio de
conductividad elevada 21, y una terminail inferior gque se compone de una base
de metal con un pasador 23. El cuerpo del aislador proporciona una vluralidad
de partes 20' y 20" en forma de campana y gue cuelgen hacia abajo, cada una de
las cuales cubre una zona determinada previamente del aislador y de su superfi-
cie de la manera gue ha quedado descrita con anterioridad. En este caso, cada
zen2 cubieria que es la superficie completa del ouerpe del aislador que estd
situada en el interior de cada uno de los conos invertidos, de 4ngulo recio, que
interfieren con los bordes de las partes en forima de campsna y gue son coaxis—
les con aquellos.

Como en la incorporacién precetente, la superficie completa del cuerpo del
aislador que estd situada entre las terminales superior e inferior estéd cubicr—
ta por una capa semiconductora de vidrio que proporcionz una resistividad a la
superficie comprendide dentro de los 1imites de los cinco megaohmios por cua-
drado hesta los 200 megaohmios por cuadrado y una intensidad eléctrica de. ale
rededor de 10 KV por pulgada en las zonas protegidas. Para proporcionar una ine
tensidad eléctrica méxima para una longlitud dada del aislador, la distancia to-
tal de deslizamiento srotegido a lo largo de las zonas cubiertas de la capa semi-
conductora debe ser, por lo menos, tan grande como el deslizamiento efectivo de
alre que existe entre las terminales del aiglador; y para proporcionzr unz ine
tensidad eléctrica adecuada en lluvias muy intensas y en condiciones de hielo
penosas el deslizamiento minimo de aire que ha &e existir entre cada uno de los
bordes de las partes en forma de campana y la préxima zona inferior que gqueda
gin cubrir de la cap® semiconductorz, deberd ser, por lo menos, de 3.5 pulgadas
¥y de modo preferible de 4.5 a 5 pulgadas. La incorporacién que queda represen-

tada en la Figura 4 es esencialmente similer a la incorporacién de la Figura 3
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¥ las partes correspondientes guedan senaladas por los mismos nfmeros de refe-
rencia, BEn este caso, se dispine de tres partes 20f, 20", y 20''! en forma de
campana, estando cubierta la superficie complegta del aislador que pertenece a
su cuerpo por una cape semiconductora que proporciona ung via de conduccibn en~
tre las terminiles superior & inferior del aislador. El aislador superior 24 se
compone de ﬁn casquete de metal unido al extremo superior del cuerpo del aisla~
dor por medioc de un cemento conductor, de un material de relleno y un amortigua~
dor eldstico 25. La terminal inferior estéd constitufda por una base de metal en
forma de realce 26, estando colocado el extremo inferior del cuerpo del aisla-
dor en una cavidad situzde en la base y unida & la misma por medio de un mate-
rial de rellenc de cemento conductor y por un amortiguador 27. El matepial de
relleno e cemento utilizado en esta incorporacién y en lag otras incorporacio-
nes representadas del invento, se convierte en conductor mediante la afiasdidura
de pequeiias cantidades de polvo y de fibras de grafito al material de relleno.

La incorporacifn representada en la Figura-5 es un aislador en forma de bo-
quilla o de bocina también de la mismd construccidn bédsica, las partes corres-~
pondientes del mismo estén representadas por los mismes ntmeros de referencia co-
mo en las Figuras 3 ¥y 4. Se podrd observar que la terminal superior 24 y la ter-
minal inferior 26 que forme una conexibn continua son de una construccién lige-
ramente modificada y estén proyistas de pernos con tuercas de metal 28 y 29 res-
pectivamente,

En la incorporacién de la Figura 6, el cuerpo del aislador estd construido
como wn poste que se compone de una pluralidad de conos de porcelana o elementos
en forma de campana, 30, estando cada uno de é€llos ensanchado o abocinado hacia
el extorior en su extremo inferior y terminando en un borde anular 30a. Los co-
nos o elementos en forma de campana estdn unidos entre sf por medic de un mate-
rial de relleno de cewento conductor, indicado en 31, por ejemplo, y las termi-
nales suverior e inferior del aislador estdn constitufdas por un casquete me-
télico 32 y una base de metal ensanchada o bbocinada 33 que son de la misma cons-
truceidn que lasg terminales 24 y 26 representédas en la Figura 4. Como en lag

incorporaciones precedentes, cada uno de los elementos 30 ge congidera que cu-
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bren una zona que estd situada dentro de un cono invertido de dngulo rccto que

interfiere con su borde ¥y que resulta coaxial con el mismo. La distancia total
de deslizamiento protegido, representada por la suma de las dimmnsiones lineares
minimas de las zonss cubliertas de la capa semiconductora; es, de manera preferi-
ble, por lo menos, tan grande como el deslizamiento efectivo de sire existente
entre las terminales superior e inferior. El deslizamiento minimo de aire gque -
existe entre cada uno Ge los bordes 30a y la préxime zona inferior que permenece
descubierta debe ser, por lo menos, de 3.5 pulgeda y preferiblemente desde 4.5
hasta 5 pulgadas.

La incorporacién representada en le Figura 7, bisitamente os la misma que la
incorporacidn de la Figura 6, y las partes correspondientes de la misma quedan
serialadas por los mismos ndmeros de referencia. No obstante, 8sta se diferencia
de la incorporacibén precedente en que los elementos cubiertos 30 alternan con
clementos eppaciadores 34 en forme de campana. Los dibujos que quedan representa-
dos en las Figuras 6 y 7 proporcionan medios alternativos para poder obtener los
deslizamientos de aire requeridos para hacer frente a las necesidades particulares
del aislamiento.

Les Figuras 8 y 9 ropresentan aisladores en los cuales el cuerpo del aislador
vroporciona exactamente solo una parte del cuerpo en forma de campens, 35, benien-
do cada aislador una terminal inferior ccnstitufda por un poste de metal 36 (en
la Figura 8) y 37 ( en ia Figura 9). La terminacibn superior del poste 36 6 37
esté situada.én.una cavidgd del cuerpo del aislador que va llenz con un material
de relleno de cemento conductor 38. Le terminal superior del aislador representa-
do en la Figura 8 v& provista de una capa de vidrio semiconductora de und conduce
tividad relativamente elevada, indicada en 39, siendo esta capa sustancialmente
la misma que la que se representa en la Figura 3., L2 terminal superior 40 del aig-
lador representada en la Fgura 9 estd constitufda por un casquete de metal que
tiene la misma construcci6n que el casquete 24 representado en la Figura 4. In ca~
da caso la superficie del cuerpo semiconductor est4d cubierta por unz capa de vi-
drio semiconductora gue proporcionz un= via también semiconductora, sin interrup-

¢ibn, entre las terminzles superior e inferior, teniendo la capa wna resistividad
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en la superficie comprendida entre 5 megachmios por cuadrado y 200 megaohmios
por cuadrado y, teniendo wna intensidad el8ctrica de alrededor de 10 XV
por sulgada en las zonus protegidas. Como en las incorporaciones precedentes,
el deslizamiento minimc de aire que existe entre el borde del aislador 35 y
el terminal inferior 36 6 37 es de, por lo menos, 3.5 pulgadas y de un modo
preferible desde 4.5 hasta § pulgadas. Esta distancia se sefiala en cada una
de las Figuras 8 y 9 por le 1fnea AB, cuya 1linea estd situada en la superficie
de un cono invertido y de éngulo recto que interfiere con el borde del ais~
lador y que resulta coaxial con el mismo. La distancia de desclizamiento pro-
tegida en cada cado que se representa por la distancia AF a lo largo de la
surerficie interior del cuerpo del aislador, deberd ser, por lo menos, tan
grande como el deslizamiento de aire efectivo que existe entre las terminales
superior e inferior.

WoTa

En resumen : la inveneién recae sobre las sisulentes reivindicaciones :

le .~ Perfeccionamientos en aisladores el8etricos de voitaje elevado carac—
terizados por comprender un cuerpo alslante que tiene un par de termincles
superior e inferior espaciadas en forma de eje, estando la superficie compie~
ta del cuerpo dubierta por una capa semlconductora que proporciona una via
semiconiuctora entre las ferminales, teniendo el cuerpo del aislador, por lo
menos, una parte integronte en forma de campana que cuelga hacie abajo la cual
tiene un borde anular y es llamada la parte en forma de campana que cubre unz
gona predeterminada de la citada superficie, donde la distancia de desliza—
miento protegido a lo largo de la citadqéonﬂ predeterminada de la superficie
es, por lo menos, tan grande como el deslizamiento delaire efectivo que exis-
te entre las terminales.

28, Perfeccionamientos en aisladores eléctricos de voltaje elevado carac-
terizados de.’ acuerdo con la reivindicacién 1, proporecionando el cuerpo del
aislador solamente una parte en forma de cempana, donde el deslizamiento mf-
nimo de aire que ce origina entre el borde y el terminal inferior es de, por

lo menos, 3.5 pulgadas.
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3% .~ Perfeccionamientos en aisladores eléciricos de wltaje elevado carac~
terizados de acuerdo con lo reivindicacién 2 en los que la resitividad de la
superficie de la capa semiconductora se encuentra situada dentro de los 1f{mi-
tes ds los 5 megaohmios por cuadrado y los 200 megachmios por cuadrado,.

4% .~ Perfecoionamientos en aisladores eléctricos de voltaje elevado carac-
terizados de acuerde con la reivindicazeifn 3, en los que la intensidad eléc-
trica de la capa semiconductora en las ponas protegidas es de alrededor de 10
kilowvoltios por pulgada.

58 .~ Perfeccionamientos en aisladores eléctricos de voltaje elevado carac—
terizados ge acuerdo con la reivindicacién 1, en los que €l cuerpo del aisla—
dor proporcionss una pluralidad de las llamadas partes en forma de campana,
cubriendo cada una de ellas, una zona predetermninzda de la superficie de 1z
caxa semiconductora, estando separadas dichas zonas cubiertes por zonas descu~
biertas, donde la distancia total de deslizamiento protegido a lo largo de di-
ohas zonas cubiertas es, por lo menos, tan grande como el intersticio efectivo
de aire que existe entre las terminales.

68—~ Perfeccionamientos en aisladores el8ctricos de voltaje elegado carac-
terizados de acuerdo con la reivindicacibn 5 en los que el intersticio mfnimo
de aire que existe entre dada uno de los bvordes y la préxima gona inferior sin
cubrir es de, por lo menos, 4.5 pulgadas.

T8 o~ Perfeccionamientos en aisladores eléctricos de volitaje elevado carac—
terigados de acuerdo con la reivindicacién 6 en los que lz resigividad de la
superficie de la capa semiconductora se sitfa en los lfmites comprendidos des—
de los 5 megaohmios por cuadrado haste los 200 megaohmioz por cuadrado.

82, Ferfeccionumientos en aisladores eléctricos de voltaje elevado cerac
terizados de acuerdo con la reivindicacién 7 en los que la intensidad eléctri-
ca de la capa semiconductora en lps zonas protegidas es de alrededor de 10
kilovoltios por nulgada.

98 .~ Perfeccionamientos caracterizados por comprender un grupo de cuerpos

aisladores en forma de campana y que cuelgan hacia abajo, teniendo cada umo un
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borde anular, el grupo de cuerpos aisladores se extiende coaxialmente entje los
conductores terminales su-:erior e inferior y estén conectados entrs st por cla~
vijas que se entienden en forme de eje y que constituyen los conductores inter—
medios, estando cubierta la superficie completa de cada aislador por una capa se-
miconductora que proporciona una via semiconductora entre un par adyacente de di-
chos conductores, cada cuerpo del aislador cubre una mna predeterminada de la su=
perficie del citado grupo aislador en el cual la distancia totzl de deslizamien—
to protegido a lo largo de las zonas cubiertas del grupo del aislador es, por lo
menos, tan grande otmo el intersticio efectivo de aire que existe entre las ter-
minales superior & inferior.

108-  Ferfeccionamientos en aisladores eléctricos de voltaje elevado carac~
terizados de acuerdo con la reivindicacién 9, en los que el intersticio mfnimo de
aire que existe entre el borde de cada cuerpo del aislador y la superficie préxi-
ma inferior sin cubrir es de, por lo menos, 3.5 pulgadas.

118 .~ Ferfeccionamientos on aisladores eléotricos de voltaje elevado carace
terizados de acuerdo con la reivindicacién 10 en los que la resistividad de la
superficic de la campe semiconductora se encuentra sitvada dentro de los lfimites
comprendidos desde los 5 megaohmlos por cuadrado hasta los 200 megeohmios por cua~
drafo .

128 .~ Perfeccionanientos en aisladores eléetricos de voltaje elevado caracte-
rizados de acuerdo con la reivindicacién 1l en los gque la intensidad eléctrica
de la capa semiconductora en las zonas proiegidas es de alrededor de 10 kilovol-
tios por pulgada.

138, " PERFECCICHAMIENIOS EN AISLADORRES ELECTRICOS DE VCLTAJE ELEVADO v

Segtin se describe en esta memoria que consta d trece hojas escritas a _mldquina
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